1. Un procedimiento de recocido superficial de un sustrato plano provisto de un
revestimiento, comprendiendo dicho procedimiento:
- desplazar el sustrato (1) provisto del revestimiento (2) a recocer bajo una lampara
flash (4) que emite una luz intensa pulsada, estando la cara del sustrato provisto

de dicho revestimiento orientada hacia la ldmpara flash, e

irradiar el revestimiento a recocer con la luz intensa pulsada emitida por la
lampara flash a través de una mascara (3) situada, en una posicidn fija con
respecto a la [dmpara flash, entre la |ampara flash y el revestimiento a recocer y
gue comprende una ranura cuyo eje longitudinal es perpendicular a la direccién
de desplazamiento del sustrato, estando la frecuencia de la lampara flash
comprendida entre 0,1 a 5 Hz y la velocidad de desplazamiento del sustrato entre
0,1 y 30 m/min de manera que cada punto del revestimiento a recocer reciba un
pulso de luz,
caracterizado porque
la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a recocer es
como maximo iguala 1 mm,
y porque la forma y la extensién de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en
todas las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara llegaria al
nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad luminosa,

denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mascara.

2. El procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la ranura tiene una

forma sustancialmente rectangular.



3. El procedimiento segun la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque la frecuencia
de la [dmpara flash, el ancho de la ranura y la velocidad de desplazamiento son tales que al

menos 90%de los puntos del revestimiento a recocer reciben un solo pulso de luz.

4, El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el largo de la ranura es sustancialmente igual al ancho del revestimiento a recocer.

5. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el ancho del revestimiento a recocer varia entre 1 my 3 m.

6. El procedimiento seglin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

el ancho de la ranura esta entre 1 y 50 cm.

7. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la velocidad de desplazamiento del sustrato provisto de un revestimiento a recocer

esta entre 1y 20 m/minuto (0,0167 m/s y 0,333 m/s).

8. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el revestimiento a recocer comprende al menos una capa de un metal,
preferentemente una capa de plata, o al menos una capa de un o6xido conductor

transparente.

9. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a



recocer es como maximo igual a 500 um.

10. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del revestimiento a

recocer es como maximo igual a 100 um.

11. El procedimiento segln la reivindicacion 6, caracterizado porque el ancho de la

ranura esta entre 5y 20 cm

12. El procedimiento segln la reivindicacién 7, caracterizado porque la velocidad de
desplazamiento del sustrato provisto de un revestimiento a recocer esta entre 2 y 10

m/minuto (0,0333 m/sy 0,167 m/s).

13. Un aparato para el recocido superficial de un sustrato que comprende:

- una lampara flash (4) dispuesta para emitir una luz intensa pulsada,

- un medio de transporte (6) dispuesto para desplazar un sustrato plano (1) provisto
de un revestimiento a recocer (2) por delante de la [dmpara flash,

- una madscara (3) situada, en una posicion fija con respecto a la lampara flash y el
medio de transporte, comprendiendo dicha mascara una ranura cuyo eje
longitudinal es perpendicular a la direcciéon de desplazamiento del sustrato, y que
esta posicionada de manera que la luz emitida por la ldmpara flash sea proyectada
a través de la ranura en direccion del sustrato plano provisto de un revestimiento a
recocer,

caracterizado porque comprende medios de regulacién de la distancia entre la mascara



y el medio de transporte, ajustando la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la

superficie del revestimiento a recocer un valor inferiora 1 mm.

14, El aparato segun la reivindicacién anterior, en donde la distancia entre la cara
inferior de la mascara y la superficie del revestimiento a recocer es como maximo igual a

500 pm.

15. El aparato segun la reivindicacién 13, en donde la distancia entre la cara
inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a recocer es como maximo igual a

100 um.
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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la
sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atencion a su oficio No. 7818

del 2018, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificacidn alas Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 de la Decisién 486 y en vista de las
observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo
pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones, en donde se han realizado

las siguientes modificaciones:

e La expresion “(...) preferentemente como maximo igual a 500 pum, idealmente

como maximo igual a 100 um (...)” ha sido eliminada de la Reivindicacion 1.

e La expresion “(...) la mascara oculta (...)” ha sido eliminada de la Reivindicacion 1
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e La expresion “(...) es ocultado por la mascara (...)” ha sido incluida al final de la

Reivindicacion 1 de la siguiente manera:

“...) y porque la forma y la extension de la ranura son tales que la
mascara oculta el revestimiento a recocer en todas las zonas en
donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara llegaria
al nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de
intensidad luminosa, denominado intensidad luminosa nominal, es

ocultado por la mascara. (...)”

e La expresion “(...) preferentemente al menos 95%, mas preferentemente al

menos 98% (...)” ha sido eliminada de la Reivindicacién 3.

e La expresion “(...) preferentemente entre 5 y 20 cm (...)” ha sido eliminada de la

Reivindicaciéon 6

e Las expresiones “(...) preferentemente (...)” y “(...) en particular entre 2 y 10
m/minuto (0,0333 m/s 'y 0,167 m/s (...)” han sido eliminadas de la Reivindicacion
7

e Se han incluido las nuevas Reivindicaciones 9, 10, 11 y 12 que divulgan en una
nueva reivindicacion, las caracteristicas opcionales eliminadas del pliego

reivindicatorio mencionadas anteriormente de la siguiente manera:

9. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque la distancia entre la cara inferior de
la méascara y la superficie del revestimiento a recocer es como

maximo igual a 500 pm.

10. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque la distancia entre la cara inferior de
la méascara y la superficie del revestimiento a recocer es como

maximo igual a 100 pm.

11. El procedimiento segun la reivindicacion 6, caracterizado

porque el ancho de la ranura esta entre 5y 20 cm
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12. El procedimiento segun la reivindicacién 7, caracterizado
porque la velocidad de desplazamiento del sustrato provisto de un
revestimiento a recocer esta entre 2 y 10 m/minuto (0,0333 m/s y
0,167 m/s).

e La expresion “(...) preferentemente inferior a 500 um, en particular inferior a 100
um (...)” ha sido eliminada de la Reivindicacion inicial 9 (Nueva Reivindicacion
13)

e Se han incluido las nuevas Reivindicaciones 14 y 15 que divulgan en una nueva
reivindicacion, las caracteristicas opcionales eliminadas de la Reivindicacion
inicial 9 (Nueva Reivindicacién 13) mencionadas anteriormente de la siguiente

manera:

14. El aparato segun la reivindicacion anterior, en donde
la distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del

revestimiento a recocer es como maximo igual a 500 pm.
15. El aparato segun la reivindicacion 13, en donde la
distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del

revestimiento a recocer es como maximo igual a 100 pum.

2. Claridad y concision de las reivindicaciones

Tal como se indica arriba, el pliego reivindicatorio ha sido modificado para que resulte

mas claro y conciso. No obstante, se solicita atentamente tener en cuenta lo siguiente:

e Con respecto a la objecion formulada a las expresiones “(...) la frecuencia de la
lampara flash, el ancho de la ranura y la velocidad de desplazamiento son tales
qgue al menos 90%, preferentemente al menos 95%, mas preferentemente al
menos 98% de los puntos del revestimiento a recocer reciben un solo pulso de
luz (...)” y (...) ajustando la distancia entre la cara inferior de la mascara y la
superficie del revestimiento a recocer un valor inferior a 1mm, preferentemente
inferior a 500 pum, en particular inferior a 100 um (...)” por corresponder a
resultados a alcanzar, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que
la Reivindicacion independiente 1 divulga las caracteristicas técnicas esenciales

de la invencion que llevan a dichos valores. Dichas caracteristicas son una
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frecuencia entre 0,1 a 5 Hz y una velocidad de desplazamiento del sustrato entre
0,1 y 30 m/min. Teniendo en cuenta lo anterior, la objecion formulada a este

respecto se debe tener por superada.

Con respecto a la objecion formulada a las expresiones “(...) revestimiento (...)”,
“...) sustrato (...)” e “(...) intensidad luminosa nominal (...)”, por abarcar una
extensa gama de posibilidades, se pone de presente que estamos en
desacuerdo ya que la persona versada en la materia basado en la descripcion
de la solicitud, el problema técnico que esta resuelve y su conocimiento técnico,
estaria en capacidad de limitar el alcance de dichas expresiones para asi poder
reproducir la invencion y limitarla a una Unica posibilidad sin que se pueda
extender a otras posibles variaciones o modificaciones como lo afirma el
examinador. Adicionalmente, limitar dichas expresiones llevaria a una limitacion
injustificada del pliego reivindicatorio, ya que cualquier persona que reproduzca
la invencion fuera de esos nuevos términos limitados no infringiria la patente de
mi mandante. Teniendo en cuenta lo anterior, la objecién formulada a este

respecto se debe tener por superada.

Con respecto a la objecién formulada a las expresiones “(...) maxima igual a
(...)% “(...) inferior (...)”y (...) al menos (...)” por ser imprecisos y/o relativos, se
pone de presente que estamos en desacuerdo ya que la persona versada en la
materia basado en la descripcidén de la solicitud, el problema técnico que esta
resuelve y su conocimiento técnico, estaria en capacidad de limitar el alcance de
dichas expresiones para asi poder reproducir la invencion y limitarla a una unica
posibilidad sin que se pueda extender a otras posibles variaciones o
modificaciones como lo afirma el examinador. Adicionalmente, limitar dichas
expresiones llevaria a una limitacion injustificada del pliego reivindicatorio, ya
que cualquier persona que reproduzca la invencion por fuera de esos nuevos
rangos limitados no infringiria la patente de mi mandante. Finalmente, los
documentos en el estado de la técnica usan las mismas expresiones para definir
sus invenciones. Teniendo en cuenta lo anterior, la objecion formulada a este
respecto se debe tener por superada.

Con respecto a la objecion formulada a la expresion “(...) sustancialmente (...)”
por ser imprecisa, se pone de presente que dicha expresion ha sido eliminada
del pliego Reivindicatorio y por lo tanto la objecion formulada a este respecto se

debe tener por superada.
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e Con respecto a la objecion formulada a la expresion “(...) oculta el revestimiento
a recocer en todas las zonas en donde la intensidad luminosa que en ausencia
de mascara llegaria al nivel del revestimiento a recocer (...)”, se pone de
presente que dicha expresion ha sido modificada de tal manera que ahora no
hace referencia a un resultado a alcanzar. Teniendo en cuenta lo anterior, la

objecion formulada a este respecto se debe tener por superada.

e Con respecto a la objecion formulada a las expresiones “(...) para emitir una luz
intensa pulsada (...)”y “(...) para deslazar un sustrato plano (1) provisto de un
revestimiento a recocer por delante de la lampara flash (...)” por corresponder a
caracteristicas funcionales de la invencién, se pone de presente que dichas
caracteristicas pueden estar presentes en el capitulo reivindicatorio junto con las
caracteristicas técnicas estructurales de la invencion, lo cual sucede en este
caso. Teniendo en cuenta lo anterior, la Objecion formulada a este respecto se

debe tener por superada.

e Con respecto a la objecion formulada a la expresion “(...) de manera que la luz
emitida por la ldmpara flash sea proyectada a través de la ranura en direccion
del sustrato plano provisto de un revestimiento a recocer (...)”, se pone de
presente que estamos en desacuerdo ya que esta expresidon debe ser
considerada una caracteristica técnica estructural (configuracion estructural
fisica) de la invencion el cual es el resultado de la posicion de la mascara con
respecto a la ldmpara flash y el medio de transporte, y por lo tanto debe ser
tenida en cuenta en el examen de patentabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior,

la Objecion formulada a este respecto se debe tener por separado.

3. Determinacion del Estado de la Técnica

El examinador ha determinado el arte previo con base en la fecha de la presentacion

de la solicitud de la cual se invoca prioridad, siendo esta 11 de septiembre de 2014.

Se han citado los documentos D1: US 2008299496 y D2: WO 2013156721

4. Nivel inventivo

El examinador ha objetado el nivel inventivo de las reivindicaciones del pliego

reivindicatorio en vista del arte previo. Especificamente, se afirma que una persona del
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oficio normalmente versada en la materia incluiria las ensefianzas del método para
obtener un sustrato provisto en al menos una porciéon de al menos una de sus caras
con un revestimiento, descrito en D2 en el aparato de deposicion utilizado para
depositar un material que pueden depositarse sobre un sustrato, descrito en D1 para

asi llegar a la presente invencion. Por lo tanto, esta se considera obvia.

A este respecto sefialamos lo siguiente:

El documento D1 (US2008299496) describe un aparato de fabricacion que comprende:
una unidad de fuente de luz que emite luz laser;

un sistema oOptico que forma la luz laser en un rayo laser rectangular o un rayo laser
lineal;

una unidad de control de luz que bloquea o refleja selectivamente el rayo laser
rectangular o el rayo laser lineal, seleccionandose la unidad de control de luz del grupo
que consiste en una fotoméscara, una rendija o una mascara de metal;

una unidad de escaneado que hace que una capa de absorcion de luz proporcionada
para un sustrato irradiado sea escaneada por un rayo laser que ha pasado a través de
la unidad de control de luz; y

una unidad de alineacion que realiza la alineacion de la unidad de control de la luz, el
sustrato irradiado y un sustrato de deposicion,

donde el rayo laser que pasa a través de la unidad de control de luz calienta la capa de
absorcién de luz, y la capa de absorcion de luz calienta una primera capa de material
proporcionada para el sustrato irradiado de manera que al menos parte de la primera
capa de material se gasifica y un segundo material la capa se forma sobre el sustrato

de deposicion colocado frente al sustrato irradiado.

Sin embargo, D1 no revela que: i) la distancia entre la cara inferior de la mascara y la
superficie del recubrimiento a recocer sea como maximo igual a 1 mm, preferiblemente
a lo sumo igual a 500 pm e idealmente a lo sumo igual a 100 ym vy ii) el hecho de que
la forma y la extension de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en todas
las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara llegaria al
nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad luminosa,

denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mascara.
Por otro lado, D2 (W02013156721) describe un meétodo para producir un sustrato

provisto de un revestimiento sobre al menos una porcion de al menos una de sus

superficies, que incluye una etapa de depositar dicho recubrimiento sobre dicho

Péagina 6 de 8



CASTELLANOSSYo.

ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

sustrato, luego una etapa de tratamiento térmico de dicho revestimiento usando
radiacion laser pulsada o continua centrada en dicho recubrimiento en forma de al
menos una linea de laser, cuya longitud de onda est4 dentro de un intervalo de 400 a
1500 nm, estando configurado dicho tratamiento térmico de manera que se genera un
movimiento de desplazamiento relativo entre el sustrato y la o cada linea de laser, cuya
velocidad es de al menos 3 metros por minuto, teniendo cada linea de laser un factor
de calidad del haz (BPP) de como maximo 3 mm mrad, y medido en el punto en el que
el o cada laser la linea se enfoca en dicho recubrimiento, una potencia lineal dividida
por la raiz cuadrada del ciclo de trabajo de al menos 200 W / cm, una longitud de al
menos 20 mm y una distribucion de anchuras a lo largo de cada linea, de modo que el
ancho medio es de al menos 30 micrometros y la diferencia entre el ancho méas grande

y el ancho mas pequefio es como maximo el 15% del valor del ancho medio.

Por lo tanto, D2 no revela que: i) la distancia entre la cara inferior de la mascara y la
superficie del recubrimiento a recocer sea como maximo igual a 1 mm, preferiblemente
a lo sumo igual a 500 ym e idealmente a lo sumo igual a 100 um vy ii) el hecho de que
la forma y la extension de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en todas
las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara llegaria al
nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad luminosa,

denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mascara.

Ni D1 ni D2 mencionan la posibilidad de obtener un recubrimiento tratado
homogéneo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro entonces que la persona media versada

en la materia, de acuerdo con las ensefianzas de D1 y D2, no llegaria a la presente

invencion en donde:

e La distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del recubrimiento
a recocer sea como maximo igual a 1 mm, preferiblemente a lo sumo igual a 500

pgm e idealmente a lo sumo igual a 100 ym.

e Laformay la extensién de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en
todas las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara
llegaria al nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad

luminosa, denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mascara.
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Por lo tanto la invencion no es obvia en vista de los documentos D1y D2.
5. Conclusion

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los
argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen

con los requerimientos de la Decision 486.
6. Anexos
¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 (quince) reivindicaciones.

e Comprobante de pago por concepto de 5 Reivindicaciones adicionales despues

de la decima.

Sefor Director,

mq@mamm\

Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotéa
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.

Calle 94A No. 7A-09 - Bogot4, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogota, D.C.
MCA/dp
P4580

Pégina 8 de 8



1. Un procedimiento de recocido superficial de un sustrato plano provisto de un

revestimiento, comprendiendo dicho procedimiento:
- desplazar el sustrato (1) provisto del revestimiento (2) a recocer bajo una lampara
flash (4) que emite una luz intensa pulsada, estando la cara del sustrato provisto
de dicho revestimiento orientada hacia la ldmpara flash, e
- irradiar el revestimiento a recocer con la luz intensa pulsada emitida por la
ldmpara flash a través de una mascara (3) situada, en una posicion fija con
respecto a la [dmpara flash, entre la lampara flash y el revestimiento a recocer y
gue comprende una ranura cuyo eje longitudinal es perpendicular a la direccién
de desplazamiento del sustrato, estando la frecuencia de la |ldmpara flash
comprendida entre 0,1 a 5 Hz y la velocidad de desplazamiento del sustrato entre
0,1 y 30 m/min de manera que cada punto del revestimiento a recocer reciba un
pulso de luz,

caracterizado porque

la distancia entre la cara inferior de la mdascara y la superficie del revestimiento a recocer es

como maximo iguala 1 mm,

y porque la forma y la extensién de la ranura son tales que el revestimiento a recocer en

todas las zonas en donde la intensidad luminosa, que en ausencia de mascara llegaria al

nivel del revestimiento a recocer, es inferior a un umbral de intensidad luminosa,

denominado intensidad luminosa nominal, es ocultado por la mdscara.

2. El procedimiento segun la reivindicacidon 1, caracterizado porque la ranura tiene una

forma sustancialmente rectangular.



3. El procedimiento segln la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque la frecuencia
de la [dmpara flash, el ancho de la ranura y la velocidad de desplazamiento son tales que al

menos 90%de los puntos del revestimiento a recocer reciben un solo pulso de luz.

4. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el largo de la ranura es sustancialmente igual al ancho del revestimiento a recocer.

5. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el ancho del revestimiento a recocer varia entre 1 my 3 m.

6. El procedimiento segln una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

el ancho de la ranura estd entre 1 y 50 cm.

7. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la velocidad de desplazamiento del sustrato provisto de un revestimiento a recocer

esta entre 1y 20 m/minuto (0,0167 m/s y 0,333 m/s).

8. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el revestimiento a recocer comprende al menos una capa de un metal,
preferentemente una capa de plata, o al menos una capa de un oéxido conductor

transparente.

9. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque la distancia entre la cara inferior de la mascara y la superficie del revestimiento a



recocer es como maximo igual a 500 um.

10. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la distancia entre la cara inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a

recocer es como maximo igual a 100 pum.

11. El procedimiento segln la reivindicacidon 6, caracterizado porque el ancho de la

ranura esta entre 5y 20 cm

12. El procedimiento segun la reivindicacion 7, caracterizado porque la velocidad de
desplazamiento del sustrato provisto de un revestimiento a recocer esta entre 2 y 10

m/minuto (0,0333 m/sy 0,167 m/s).

13. Un aparato para el recocido superficial de un sustrato que comprende:

- una ldmpara flash (4) dispuesta para emitir una luz intensa pulsada,

- un medio de transporte (6) dispuesto para desplazar un sustrato plano (1) provisto
de un revestimiento a recocer (2) por delante de la [dmpara flash,

- una mascara (3) situada, en una posiciéon fija con respecto a la lampara flash y el
medio de transporte, comprendiendo dicha mascara una ranura cuyo eje
longitudinal es perpendicular a la direccion de desplazamiento del sustrato, y que
estd posicionada de manera que la luz emitida por la ldmpara flash sea proyectada
a través de la ranura en direccidn del sustrato plano provisto de un revestimiento a
recocer,

caracterizado porque comprende medios de regulacién de la distancia entre la mascara



y el medio de transporte, ajustando la distancia entre la cara inferior de la mascaray la

superficie del revestimiento a recocer un valor inferiora 1 mm.

14. El aparato segun la reivindicacion anterior, en donde la distancia entre la cara
inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a recocer es como maximo igual a

500 pum.

15. El aparato segun la reivindicacién 13, en donde la distancia entre la cara
inferior de la mdscara y la superficie del revestimiento a recocer es como maximo igual a

100 pm.
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